z.B. GaAs mit Ga-UberschuB

WS 05/06 Angewandte Festkorperchemie Vorlage 3.2
3. Feste Ionenleiter (Forts.)
© Anion -n
® Kation +n Ionen—
@ Kation +(n+1)  |Rristalle
@ Elem. mit (4-n) e | kovalente
. Tetraeder—
CIL.) @ Elem. mit (4+n) e STl
= ® Elektronen Formale
) Ladungs—
L @ Locher Trager
g Frenkel Schottky Legierungen
O
QD
S
=
(O]
£
ie)
~
(&)
o]
=
(7]
Anti—Frenkel Platztausch (Legierungen)
C
(O] %
S
=
C
(0]
N
O
S
©
L
H-Zentrum V-Zentrum
, LB
S k;e§étzt
|
—
> @,
~—
>
o 5 Q| ve
|2
<
O o 2.B.CdS 2.B. GaAs mit As-Uberschuf
w s i Anionen-UnterschuB L
Q| .2
c|w
OS5
Q|5 LB
5|° L
IS o,
(@] —
% ] C_E leer
® i
="9 VB
0
e
Q
c

durch Fremdfehlordnung

Kationen-UnterschuB

z.B. VO2 (5+ statt 4+)

z.B. FeO (3+ statt 2+)

z.B. Si mit B-Dotierung
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Punktdefekte bei Festkorpern
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